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１．概要（Summary） 

金属酸化物を利用したデバイスの特性向上のために、

他の金属元素を添加した複合酸化物薄膜を、複数のター

ゲットの同時放電スパッタプロセスにより検討している。各

ターゲットに印加する電源パワーを決定するために、蛍光

エックス線により薄膜中の金属組成比の評価を試みた。

その結果を成膜条件に反映させることにより、開発の加速

を図った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 微小部蛍光エックス線分析装置 

【実験方法】 

Al2O3および Ta2O5ターゲットの同時放電スパッタによ

り、Ta-Al-O 薄膜を成膜した。成膜条件は 、非加熱、Ar 

雰囲気、圧力 0.5 Paである。蛍光X線で評価するサンプ

ルは、TaおよびAlのピークが基板と重ならないように、Si

ではなくSTO(SrTiO3)基板を用いた。蛍光X線の測定条

件は以下の通りである。 

・測定時間：300 sec，コリメータ：φ2.5 ㎜雰囲気：真空 

Al_15 kV,1次ﾌｨﾙﾀｰ OFF，Kα，ROI:1.36～1.61 keV 

Ta_15 kV,1次ﾌｨﾙﾀｰOFF，Mα，ROI:1.58～1.84 keV 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Al2O3ターゲットとTa2O5ターゲットに印加したRFパワ

ー比と、蛍光X線測定で得られたAl-KαとTa‐Mαのピ

ーク強度から得られた原子比の関係を Fig. 1 に示す。

RF パワー強度比と Al/Ta 原子比は比例関係にあること

が確認できる。RF パワー強度比により、Ta-Al-O 膜の組

成を制御することが可能であると考えられる。 

Ta-Al-O 膜組成と蛍光 X 線による Al/Ta 原子比の相

関性を得ることにより、ターゲット印加 RF パワー強度比

から膜組成を推定することが可能になる。 

そこで、Ta-Al-O膜のTa/Al/O組成を、ラザフォード後

方散乱分光法(RBS)により解析した。Fig. 2 に、蛍光 X

線による Al/Ta 原子比と RBS による Al/Ta の原子比の

関係を示す。両者は比例関係にあることがわかる。よって、

成膜直後に蛍光 X線で Al-Kαと Ta‐Mαのピーク強度

比を測定することにより、素早くTa-Al-O膜の組成を確認

することが可能となり、開発の加速化に貢献できる。 

 

Fig. 1 Relationship between RF-Power ratio and 

XRF_Al/Ta ratio. 

  

Fig. 2 Relationship between XRF_Al/Ta ratio and 

RBS Al/Ta atom ratio. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

   なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

  なし。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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